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4-Megabit-F-RAM von Ramtron für hochzuverlässiges industrielles Festkörperlaufwerk


SBS Science and Technology entwickelt Solid-State-Disk für anspruchsvolle industrielle Automatisierungstechnik
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Colorado Springs, USA – 6. Juli 2009. Ramtron International Corporation (Nasdaq: RMTR) – führendes Unternehmen für die Entwicklung und Lieferung von nichtflüchtigem ferroelektrischem Random Access Memory (F‑RAM) sowie integrierten Halbleiterprodukten – meldet den Einsatz ihrer F-RAM-Komponente FM22L16 mit 4-Megabit (Mb) bei SBS Science & Technology Co., Ltd. (SBS). Dort soll dieser Speicherbaustein in einem innovativen Festkörperlaufwerk (SSD – Solid-State Disk) eingesetzt werden.

SBS mit Sitz in Shenzhen, China, ist spezialisiert auf Forschung, Entwicklung und Produktion von auf internationalen Standards beruhender Embedded-Hardware und ‑Software. Abgezielt wird auf Märkte für die industrielle Automatisierungstechnik wie Schienenverkehr, Stromerzeugung, medizinische Geräte und Bewegungssteuerung.

F-RAM bewahrt die Daten auch ohne Stromversorgung und erlaubt bei sehr niedrigem Stromverbrauch praktisch unbegrenzt viele Lese‑ und Schreibvorgänge ohne Schreibverzögerung. Diese einzigartigen Eigenschaften in Verbindung mit einer Datenspeicherkapazität von 4 Megabit machen die FM22L16-Komponente von Ramtron für SBS zu einer überzeugenden Lösung in ihrem industriellen Festkörperlaufwerk.

Dazu Alex Tsui, Marketingdirektor bei Ramtron: „Flash-basierte Solid-State-Disks stellen einen Paradigmenwechsel in der Architektur von Speichersubsystemen für Computer dar. Mit F-RAM ausgestattete Solid-State-Disks überwinden das Problem der Dauerfestigkeit, mit dem die SSD-Branche zu kämpfen hat. Gleichzeitig benötigen sie keine Pufferbatterien, und zeichnen sich durch geringeren System-Stromverbrauch, höhere Betriebssicherheit und kleineren Formfaktor aus.“

SBS wird den FM22L16 zusammen mit einer Standardschnittstelle samt Controller für Festplatten (HDD) einsetzen, um die virtuelle Block-auf-Sektor-Abbildung für den Flash-Speicher im SSD abzulegen. Flash-Memory ist wegen seiner begrenzten Schreib-Lebensdauer anfällig für vorzeitige Erschöpfung. Mit dieser Block-auf-Sektor-Abbildung werden die oft aktualisierten Addressenplätze der Daten im SSD gespeichert, was den Verschleiß des Flash-Memorys verringert. Virtuelle Block-auf-Sektor-Abbildungen werden oft geschrieben und müssen bei einem Wegfall der Stromversorgung gespeichert werden. F-RAM ist wegen seiner extrem hohen Lese‑ und Schreib-Lebensdauer und seinem niedrigen Stromverbrauch dafür ideal. Mit F-RAM ausgestattete Festkörperlaufwerke eignen sich besonders für den industriellen Einsatz, da sie keine beweglichen Teile oder mechanischen Bruchstellen aufweisen, wie man sie in Laufwerken mit rotierenden Magnetscheiben findet.

Alex Tsui: „Wir von Ramtron freuen uns, SBS Science & Technology bei der Entwicklung ihrer Solid-State-Disk helfen zu können. In der Welt der Industrieautomatisierung ist das Ramtron FM22L16 die ideale Speicherkomponente für hochzuverlässige Industrieanwendungen, die von hoher Lebensdauer, batteriefreiem Betrieb und niedrigem Stromverbrauch profitieren können.“

Zhao Yong, President von SBS, zieht das Fazit: „Hohe Lebensdauer, schnelles Schreiben und niedriger Stromverbrauch machen den FM22L16 von Ramtron zu einer idealen Komponente für den Einsatz im Embedded-Bereich.“

Leistungsmerkmale des FM22L16

Der FM22L16 von Ramtron ist ein nichtflüchtiger 256Kx16-Speicherbaustein, der wie ein übliches SRAM liest und schreibt. Seine Überlegenheit gegenüber anderen nichtflüchtigen Speichertypen liegt in der Schreibgeschwindigkeit, der praktisch unbegrenzten Schreib-Lebensdauer und der Fähigkeit, Daten auch bei unerwarteter Stromabschaltung zu bewahren. Der FM22L16 benötigt keine Pufferbatterie und verbraucht nur 18 Milliampere im Betrieb bzw. 150 Mikroampere im Standby. Er hält die Daten über 10 Jahre lang und weist nicht die Zuverlässigkeits​schwächen, funktionalen Nachteile und Systemdesign-Komplexitäten von batteriegepuffertem SRAM (BBSRAM) auf.

Der FM22L16 verfügt über eine Niederspannungsüberwachung, die den Zugriff auf die Speicherzellenmatrix sperrt, wenn die Versorgungsspannung (VDD) unter eine kritische Schwelle absinkt. Das Memory ist unter dieser Bedingung gegen unabsichtlichen Zugriff und Datenverstümmelung gesichert. Außerdem weist der Baustein einen softwaregesteuerten Schreibschutz. Die Speicherzellenmatrix ist in 8 gleichartige Blöcke aufgeteilt, die individuell schreibgeschützt werden können. Beim Betrieb im System verhält sich der FM22L16 ganz ähnlich wie andere RAM-Bausteine und lässt sich daher als Drop-in-Ersatz für übliches SRAM einsetzen. Schreibzyklen können durch ein CE-Signal oder einfach durch Adressänderung ausgelöst werden. 

# # #

Über SBS Science & Technology Co., Ltd.

Die 1992 gegründete SBS Science & Technology Co., Ltd. ist ein High-Tech-Unternehmen in China mit Forschung und Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Service von Embedded-Hardware und zugehöriger  Software nach internationalen Standards. SBS genießt breite Anerkennung als ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet von Embedded-Systemen. SBS gehörte zu den ersten Mitgliedern des PC/104-Konsortiums und ist auch Mitglied der PICMG Organisation. Alle von SBS vorgenommenen Arbeiten werden vollständig mit ISO9001-zertifizierten Systemen dokumentiert und kontrolliert. Weitere Informationen finden Sie unter www.sbs.com.cn.
Über Ramtron

Ramtron International Corporation mit Sitz in Colorado Springs, Colorado, ist ein Halbleiter​unternehmen ohne eigene Chipfertigung, das spezialisierte Memory- und integrierte Chiplösungen für ein breites Spektrum an Produktapplikationen und Märkte entwirft, entwickelt und vermarktet. Weitere Informationen finden Sie unter www.ramtron.com.

"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Hierin enthaltene Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind "in die Zukunft gerichtete Aussagen", die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Dazu gehören unter anderem die Auswirkungen globaler wirtschaftlicher Verhältnisse, Verschiebungen in Angebot und Nachfrage, Marktakzeptanz, die Geschwindigkeit, mit der Design-Ins zu Kundenaufträgen und Umsätzen führen, die Auswirkungen von Produkten und Preisen der Mitbewerber, Produktentwicklung, Kommerzialisierungs‑ und Technologieprobleme sowie Kapazitäts‑ und Lieferengpässe. Für nähere Angaben zu diesen Risiken verweisen wir auf Ramtrons Vorlagen bei der Securities and Exchange Commission.

Medienkontakte:
Christopher Wray, Marketing Communications Manager

Tel: +1 719 481 7182. Email: chris.wray@ramtron.com
Keith Mason, Humbug PR 

Tel: +44 (0)1305 849403.  Email: keith.mason@humbugpr.com  

Ann Williams, Humbug PR 

Tel: +44 (0)1305 849402.  Email: ann.williams@humbugpr.com
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Ramtron International Corporation
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Zeichen: RAM079D

Wörter: 542
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